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太陽光を効率よく利用して太陽電池の性能

をより向上させるために、トップに a-Si:H セ

ルを、ボトムに CIGS セルを用いた太陽電池に

異なる波長の光を入射させる波長スプリッテ

ィング型太陽電池の開発がされてきた。[1] さ

らなる性能向上のためには、a-Si:H トップセル

の高 Vocが必要不可欠である。そこで、我々は

a-Si:H 膜よりもバンドギャップの広い a-SiO:H

膜に注目をした。高水素希釈比かつ 100
 o

C の

低温で製膜をすることで高品質の a-SiO:H 膜

が得られることが分かっている。[2] 一方、ト

ライオード型PECVDで製膜された a-Si:H膜は

ダイオード型PECVDで製膜されたものよりも

光誘起劣化が少ないことが報告されている。[3] 

本研究では、a-SiO:H 膜を 100
 o

C の低温で、

かつトライオード型PECVDを用いて製膜する

ことで低温製膜及びトライオード、両方の利点

を得ることを目指した。電極は産総研のグルー

プによって報告されたものと似た構造となっ

ている。トライオード型 PECVD と比較するた

めに、ダイオード型 PECVD で様々な H2/SiH4

比(12～27.5)によって i-a-SiO:H 膜を作製した。

Eoptは Tauc’sプロットから算出した。 

図 1にダイオード法、及びトライオード法に

よって作成した a-SiO:H 膜の、Eoptに対する光

感度(σph/σd)の変化を示す。H2/SiH4 = 21の時に

Eopt = 1.88eV、σph/σd = 1.73×10
5が得られた。

同じ条件で、トライオード法により製膜を行っ

たところ、Eopt = 1.93eV、σph/σd = 4.21×10
4が得

られた。これにより、トライオード法で製膜し

たもののほうが、同じ Eoptでもより高い σph/σd

が得られていることが分かる。この結果に加え、

トライオード法により作製された a-SiO:H 膜

をセルに応用した結果を当日議論する。 
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図 1. ダイオード法及びトライオード法で製膜された

a-SiO:H 膜の Eoptに対する光感度の変化 
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